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Este invento se refiere en general a células de memo-
ria de acceso casual o al azar y, mls en particular, a cé-
lulas acoplades por carga eléctrica en las que la presen-
cia o ausencia de los portadores de carga indica, respec—
tivamente, un "1" o un "O" almacenado en la célula, Lstas
células pueden estar dispuestas en una matriz de 1lincas de
palabras y de bitios para constituir una memoria de acceso
casual adecuada para uso en calculadoras digitales.

De acﬁerdo con la técnica anterior, una célula de me-—
moria acoplada por carga eléctrica comprende un cuéfpo se-
miconductor dividido en tres regiones adyacentes. La pri-
mera regibén tiene una impureza difundida en ella y sirve
de manantial para portadores de carga, que pueden ser hue-
cos 0 electroﬁes. La segunda regién funciona como  puerta
de paso discriminado entre las regiones primera y tercera
v tiene un electrodo de puerta superpuesto sobre ella. La
tercera regidén actfa como condensador y sirve para alma~
cenar los portadores de carga. Un electrodo de dlmacena- |
miento se extiende en pelacién superpuesta con la tercera
regidn, '

Cuando se desea almacenar un "1" en la célula, se apli-
can potenciales adecuados a la regién de menantial y a los
dos electrodos para hacer que fluyan portadores'de carga
desde la regidén de manantial a través de la regidén de puer—

ta, penetrando en la regidn de almacenamiento. Cuando se
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desea almacenar un "O% en la cédlula, los nobtenciales apli~
cados son tales cue impidan el flujo de portedoures de car-
ga, de modo que la regibén de almacenamliento se encuentra
reletivamente libre de portadores.

L1 presentc invento se refiere a una célula de memoria
de acceso casual acoplada por carga eléctrica que difiere
de la técnica antsrior en que en lugar de electrodos sena-
rados de puerta y de almacenamiento estd dispuesto un solo
electrodo unitario que se extiende en relacibn superpuesta
con las regiones de puerta y de slmacenamiento. El control
del paso de carga a estas regiones se congigue dotando a
la regibén de pucrta de uns tensidn de umbral predetermina-
da y a la regidén de almacenamiento de una btensidn de umbral
més baja. Bgta diferencia de tensiones de umbral proporcio-
na la diferencia requerida de potenciales superficiales en
las dos. regiones a pesar de la aplicacién a ambas regiones
de la wisma tensidén de electrodo por el electredo tnico.

Da diferencia de temsiones de umbral para las dos re-
giones puedé obtenerse de variss maneras. En la presente
solicitud la técnica para conseguir la diferencia requeri~-
da de tensiones de umbral en las régiones de puerta y de
almecenamiento es comunicar una impureza a la regién de
puerta. Bsto pueée conseguirse por difusidn o por implan~—
tacibn de iones.

Hay varias venbajas importanites obbenidas por el uso
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de un solo electrodo unitario en lugar de los electrodos

separados de puerta y de almacenamiento de la téenica an—
terior. En primer lugar, da por resultado una céliula nuy
densa; es decir, la cédlula es pequefia y compachta. Esbo re-
duce el coste de produccidn al permitir mis circuitos para
una superficie dada de silicio. El menor ftamafic de la cé-
lula proporciona tembién un funcionamiento mis répido y
tiempos de commubacidn mls breves,

Otra ventaja del electrodo fnico es que proporciona
una estructura de célula més sencilla. Esto consigue mayor
economia Ge produccidn debido a que da por resultado ren-
dimientos més elevados. _

Todavia otra ventaja de la estructura de electrodo Oni~
co es que permite el uso de un proceso de fabricacidn mis
sencillo, Esto da también por resultedo rendimicntos mis
elevados y, por tanto, mayor economia de produccidn,

Otras ventajos del presente invento son inherentes a
la estructura descrita o resulbarfn evidentes a los exper-
tos en la téenica a medida que prosiga la descripeidn déy
tallada,

En los dibujos:

Da figura 1 es un diagrama esquemfbtico que muestra el
sistema de memoria global que incorpera células de memoria
de acuerdo con ¢l preseante inventos

La figura 2 es una vista en planta de la vagbilla no-~
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nolitica, mostrando varias de las células de memowia de
acuerdo con una realizacibn del invento;

La figura 3 es una vista on seccidn longitudinal toma~
da por la linea 3-3 de la figura 2

Iia figura 4 es una vista en seccidén transversal toma-
da por la linea 4~4 de la figura 2;

La figura 5 es una vista en planta gque muestra otra
realizacidn del presente inventbo;

La figura 6 es una vista en seccidén longitudinal toma-
da por la linea 6-6 de la figura 5;

La figura 7 es una vista en seccidn transversal toma~
da por la linea 7~7 de la Tigura 5;

La figura 8 es una vista en seccidn esquemltica uwtili-~
zada en la descripcidn del modo de funciqnamianto del pre-
sente invento;

La figura 9 es uné vista esquemftica que nmuestra un
grupo de formas de onda utilizadas para describir dicho
modo de funcionamiento;

La figura 10 es un diagrauna esquemétbico ‘que muestra
las tensiones aplicades y los potencizles superficiales
durante la operacidn de "inseribir cero”;

La figura 11 es un diagrama esquemdbtico que muestra
las ‘vensiones aplicadas y los potenciales superificilales
durante la operacién de "almacenar cero";

La figura 12 ¢s un diagrama esquemdtico que muestra
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las tensiones aplicadas y los potenciales superficiales du-
ronte la operacibén de "leer cero"; '

La figura 13 es un diagrama esquenitico que muestra
las tensiones aplicadas y los potenciales superficiales en-—
tes de la operacidn de "despejar";

La figura 14 es un diagranma esquemétice que muestra
las tensiones aplicadas y la circulacidn de portadores de
carga durante la operacidn de "“despejar"; y

La figura 15 es un diagrama esquemitico que muestra
las tensiones aplicadas y los potenciales superficiales
durante la operacibn de "leer uno",

Haciendo referencia en primer lugar a la figura 1L, se
muestra en ella un sistema de memoria global que incorpora
las nuevds células de memoria de acuerdo con el presente
invento., El ntmero 1 de refercncia indica en general una
pastilla monolitica de silicio en la que estan formadas las
células de memoria,., Las células estén designadas esquemdbi-
camente en 2., A las célules2estd comectada una serie de 1i-
neas de bitios horizontales 3 y una serie de lineas de pa-
labras verticales 4, Un preaiplificador 5 esti conectado a
cada una de las lineas 3 de bitios, las cuales estén conec-
tadas también a un grupo de amplificadores de percepcidn 6.
Un descodificador 7 de bitios estd conectado a los preampli-
ficadores 5, Cada una de las lfneas 4 de palabras estd conec-

tada a un activador 8 de palabras, al cual esté conectado
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un descodificador 9 de palabreas.

Haciendo shora recferencia a las figuras 2 a 4 inclusi-~
ve, se muestra en ellas una rcalizacidn del invento en la
que la diferencia de tensiones de umbral de las regiones
de puerta y de almacenamiento viene provorcionada por una
segunds, difusidn 13 de matorial de tipo N difundido a tra-
vés de la nigma abertura que la difusidn que forma la re-
gibn de difusibn 3 de la linea de bitios. MAs on parbticu-
lar, el nlmero de referencia 24 designa en generalruna 1i-
nea metdlica de palabras de aproximadamente 10,000 8 de os-
pesor y provista de una parte horizontal mis baja 24a, una
parte intermedia 24b y una parte mis alta 2h4c.

Ixtendiéndose por debajo de la parte 24a de la linea
de palabras hay una capa aislante 22 de nitruro de silicio
que tiene en un borde ,una parte erecta 22b que conduce a
una parte horizontal mds alta 22¢. La capa de nitruro de
silicio tiene preferiblemente~uh espesor de 500 X aproxina~
damente. Extendiéndose entre la capa 22 de nitruro de sili-
cio y la superficie superior de la pastilla.l de silicio
hay una capa relativamente delgada 30b de didxido de sili-

cio de aproximadamente 500 & de espesor. La capa de dibxi-

“do de silicio que se extiende entre la superficie superior

de la pastilla 1 de silicio y las partes 24b, 24c de la 1i-

. nca de palabras, estd designada por 30a. y tiene un espesor

de alrededor de 6,000 %, -

- -
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La regidn 3 de la linea de bitios se forma por difusidn
de una impureza de tipo et con una concentracibén de impure-
zas de aproximadanente 1020 dtomos por centimetro elbico.

La segunda difusibén 1% es de material de tipo N con wna con-
centracidn de impurezas de aproxwimademente 0,% % 1017 bto-
mos por centimetro clbico. La pastilla 1 de silicio es de
material de tipo N~ con una concentracidn de impureczas de
aproximadamente 5 x lO15 dtomos por centimetro clbico. La
profundidad de la difusibn 3 de tipo P es de unas 2 mi-
cras. La profundidad de la difusidn 1% decl tipo N es apro-
ximadamente media micra mayor que la de la difusidn 3 de
tipo pt, |

Haciendo ahora referenci& a las figuras 5 a 7 inclusi-
ve, se muestra en ellas una forma modificada del invento en
la que la diferencia de tensiones de umbral de los regicnes
de puerta y de almacenamiento, respectivamente, se obbtiene .
dotando a la regibn de puerta de un material de impureza
de tipo N, lo que puede conseguirse por una segunda difusién
0, preferiblemente, por implantacibn de iones. Esta regién
de segunda difusién o de implanbtacidn de iones estd desig-
nada por el nfimero 25 de refereﬁcia.

Més en particular, el nfimero de referencia 34 designa

en general vna linea metédlica de palabras de unos 10,000 &

~de espesor y que tiene una parte horizontal més baja 34a,

una parte intermedia escalonada 34b y unaz parte mis alba
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34c. Lia parte 34a de la linea de falabras se exbiende sobre
la regibén 25 de tipo N y sobre la regidn de almescenamiento
formada en la pastilla 1 de silicio. Esta dltima es Ge ma-
terial de tipo N~ con una concentracibn de impureczas de
aproximadamente 5 x lO15 atomos por centimetro cibico. La
regibén 25 de implantacidn de iones ge forma con una concen-
tracibn de impurezas de aproxinadamente 3 x 107 &tomos

por centimetro chbico. Ta concentracién de impurezas de la
regibn difundida 3 de la linea de bitios es de aprozimada-
mnenbe 1020 dtomos por centimetro chbico.

Extendiéndose'pof debajo de la parte 34a de la linea
de palabras hay una capa aislante 32a de nitruro de siliecio
de aproximadamente‘SOO R ae espesor y‘que tiene una parte
erecva 32b ¥y uﬁa parte horizontal mhs alta %2¢c. Entre la
capa 32a de nitruro de,silicio y la superficie superior de
la pastilla 1 de silicio se extiende una capa relativamente'
delgada 30z de didxido de siligio de aproximadamente 500 R
de espesor. Entre la parte 34b de la linea de palabras y
la regién difundida 3 se extiende una capa 30b de diéxidé
de silicio de aproximadamente 6,000 R ae espesor. Extendién-
dose enbtre la parte'520 de nitrﬁro de silicio y la superfi-
cie superior de la pastilla 1 de silicio hay una capa 30c

de dibdxido de silicio que es ligeramente més gruesa que la

_ capa 30p.

La regién 3 de difusibn de tipo P* de la linea de bi-
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tios se forma por difusién hasta una profundidad de ligera-
mente menos de 2 micras. 3i se ubilizs ivplantoeidén de iones
para comunicar una impureza a la regidn 25, la profundided
de esta regién esti comprendida enmtre 100 & y 0,5 micras,

Si se utiliza difusibn pora formar la regidn 25, entonces
la profundidad de la difusidn es de sproxinmadamente 1 micra
con una concetracidn media de impurezas de 3 x lO17 &dtomos
por centimetro clirico.

Bl término "regidn de puerta" se aplica en la memoria
descriptiva y en las reivindicaciones a la regién 25 en la
figura 6 y a la parte de la regibn 13 en la figura 3, cuya
parbe se extiende a la dcrechq de la regidn difundida 3 de
la linca de bitios. El término "regién de almacenanicnto”
se aplica a la parte superior de¢ la pastilla 1 de silicio
directamente por debajo de las partes 24z, 3ta de la linea
de palobras y adyacente a la rogidén de puerta respectiva.

Haciendo referencia hora a las figuras 8 a 15 inclu-
sive, se muestra en ellas el modo preferido de funcionaj
miento, en el que se emplea un impulso de "despeje! para
retirar los huecos de la regidén de almacenaomiento,

Haciendo refercncia en primer lugar a la figura 8, el
modo de funcionamiento se muestra ilustrado con referencia

a la realizacibn de las figuras 5 a 7, en las que se plican

los mismos nlmeros de reforencis a partes correspondientes.

]
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o
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34 de palebras estd conectado un terminal 28 de
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la linea de palabras. 4 la regifn de difusidn % de bitios
estéd conectado un terminal. de salida de percepcibn 27 en
gerie con una resistencia 35 y un terminal 26 de activa-
cibn de bitvios. Las dimensiones laterales de las~regiones
de difueién, de puerta y de almoccnamicnto estén indicades
por las lineas verticales de trazos y los nlmeros romanos
respectivos I, IT y IXI.

Heciendo referencia a la figura 9, se nuestran en ella

" los formas de onda 28a, 272 y 26a de las bGonsiones en el

terminal 28 de la linea de palabras, el terminal de sali-
da do percepcidn 27 y el terminal 26 de activacidn de bi-
tios, respectivamente.

Haciendo ahora referencia a la figura 10, sc muestran
en ella las tensiones aplicadas v los potenciales superfi-
ciales resultantes en el instante t, durante una operacibn
de "inseribir cero". Como se muestra por la forma de onda
28a ecn la figura 9, la tensibn V,, eplicada al terminal 26
de activacidn de bitios estd designada por Vé y eg de apro-
ximodamente -7 voltios. La tensidn aplicadas al terminal 28
de 1a linea de palabras cs también Vé y vale aproximadamen-
te -7 voltios. La magnitud del potencial resultante en la
superficie de la pastilla 1 de silicio estd indicada por
la lineca de trazos en 61, Se veréhque el potencial superii-
cial ESQ en la regidn segunda o de puerva es igual a
Vg ~ Vo, donde Vp, es la tensidn de umbrel de la regibn

-1l -
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segunda o de puerta. Por tanto, el potencial superficial
ESQ en la regibén de puerva es de aproximadamnente -1 vol=-
tio. E'r53 es el potencizl superficial cn la rogibn tercera
o de almacenamiento y es igual a aproximadamente Vg = Vi«
5 Esto ec aproximadamente ~5 voltios. Estas tensiones aplicaw
das y los potenciales superficiales resultantes producen
un campo 6léctrico reprecentado por un vector de intensi-
dad de campo eléctrico que se extiende de la derccha a la
izquicrda, como se ve en la figura 10. Como consacuencia,
10 no pasarén huecos de la regidén difundida 3 a 15 regibn de
puerta o de almacenamiento, resultando asi la operacidn de
"ingcribir cexo", .
Hociendo ahora referencia a la figura 11, se muestran
en ella las tensiones aplicadas y los potenciales superfi-
15 ciales resulbantes en el instante t, durante la operacidn
de almacenar un "cero", La tensibn v, de activacibn de bi-
tios aplicada al terminal 26 de activabién de bitios es de
cero volbios. La tensibn splicada al terminal 28 de la 1i-
nea de palabras es Vr ¥ vale aproximadamenté ~5 voltios.,
20 . El potencial supcrficial resultante Eg, en la regién se-
gunda o de puerta es de cero voltios, y el potencial super-
ficial rcsultante E‘3 estéd indiczdo por las lineas de tra~
zos en Gl y es de -4 voltios. Se verd que, como resultado
- de estas tensiones y potenciales, no circulan huecos, men-
25,;m‘ teniéndose la regibn de almecchamiento libre de huecos pa-

15.7-72 ’ - 12 -
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ra almacenar un “"ceroV,

Haciendo referencia a la figura 12, se muestran en ella
las tensiones aplicadas y los potvenciales superfliciales re-~
sultantes en el instantbe tﬁ durante la operacidn de leer
un "cero". La fensibn v, de activacibén de bitios aplicada
al terminal 26 es de cero voltios y la tensién aplicada al
terminal 28 de la linca de palabras es Vé y vale aproxina-
damente -7 voltios., Los potenpiales superficiales ESB ¥ ESB
en las regiones de puerta y de almacenamiento, respectiva-
mente, son de aproximadamente -1 voltlo debido al péso de
huecos a las regiones de puerta y de almeacenamiento, como
se muestra por los simbolos + . Esta circulacidn de huecos
da por resultado una corriente a través de la resistencla
35 a fin de producir un impulso negativo claremente defini-
do en cl terminal de aalidé de percepcibn 27, como se mues-—
tra en Vy en la forma de onda 27a de la figura 9, Este im-
pulso negativo VO indica una lectura de un "cero".

Haciendo referencia a la figura 13, se muestranAeﬁ )
clla las tbtensiones aplicadas y los potenciaies superficia-
les resultentes en el instante b, antes de la operacién
de "despejar". La tensifn V, aplicada al terminal 26 de
activacibn de bitios es de cero voltios y la tensidn Vr

aplicada 2l btorminal 28 de la linea de palabras es de

=& voltios. Bl potencial superficial resultante ESQ en la

regidn de puerta es igual -a cero y el potencial superfi-
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cial resultagte ES3 en la repidn de almacenamiento es igual

a -1 voltio. -Be verd que los huecos indicados por los sim-

bolos + permanecen almacenados en la regibn de olmacena-

miento hasta que son retirados por la operacidn de “despo-

Jar",

Haciendo referencia a la figura 14, sc muestran cn clla
las tensiones oplicadas y los potenciloles superficisles re-
sultantes en el instante ﬁ5 durante la operacibn do "deope-
jar', La tensidn Vb aplicada a lalinea 26 de activacidn de
bitios es de -7 voltios y la tonsibn aplicada al berminal
28 de la linea dc palabras es de cero voltios., Los huecos
se Gifunden hacia fuera desde la regidn de almacenamiento
en las direccilones indicadas pgr las flechas en la figura
14,

Haciendo referencia a la Iigura 15, se mueztran en ella
las tensiones aplicadas y los potenciales superficisles re-
sulbantes en el iﬁstante t9 durante lo operacida de "leer
uno", La tensibn V, aplicada a la linea 26 de activacidn
de bitios es de cero voltios y la tensidn Vg aplicada al
terminal 28 de la linea de palabras es de -7 voltios. Fl
potencial superficial ES2 en la regién de puerta es de
aproximadamente -1 voltio y el potencial superficial ES3
en la regifn de almocenamiento es también de alrvededor de
-1 voltio. Se ver& cue los huecos indicadog por los simbo-

los + permanecen almacenados en las reglones de puerba y

- Ll .
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de almacenamicﬁto, de modo que no circula corriente sustan-
cinl a través de la resistencia 35, En la linea 27 de per-
cepcibn de bitios aparcce Gnicamente un pequefio impulso de
tensibn Vl debido a los efectos de la capacitancia. La
ausencia de un impulso grande, tal como en V, durante la
operacidén de "leer cero", desipgna la lechura de un “uno".
"En el instente t6, despuls de la operacidn de despe-

Jar, las tonsiones aplicadas y los potenciales superficia-

les son los mismos que cn el instante t?, como se muestra

en la figura 1l. En el insbtante t7, durante la operacidn
de "inscribir uno", las tensiones aplicadas y los poven-
ciales superficiales resultantes son los misros gque en el
instante tz,'como 56 muestra en la figura 12, En ¢l instan-
te by, durante la operacidn de almacenar wn "uno", las ten-
siones aplicadas y los potenciales superficiales resultan--
tes son los mismos.que en el instante tq, como se muestra
en la figura 13. En el instante th’ antes de la operacidn
de despejar, las bensiones aplicadas y los potencisles su-~
perficiales resultantes son los mismos gue en el instante
ty, como se¢ muestra en la figura 13.

Ha de enbenderse que las diversas realizacioncs descri-
tas en esta memoria son meramenbte ilustrativas de varias
de las muchas formas que puede tomar el invento en la préc-
tica sin apartarse del alcance del invento sefialado en las
reivindicaciones adjuntas, ¥y qﬁe a. los expertos en la téc-

,~
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nica se les ocurrirén féicilmente numerosas modificrciones
de las mismésu Las reivindicaciones hon de interpretarse
tan ampliamente como lo permita la técnica anterior.

La presentc solicitud, que corresponde a la presenta-
da en los Estados Unidos de América, el 6 de Julio de 1971,
bajo el F2 150,007, se acoge a los beneficios del Articulo

51 del vigente Estatuto sobre Propiedcd Industrial.

REIVINDICACTONES

Los puntos de invencidn propia y nueva, gue se preéen—
tan para que sean objeto de esta solicitud de Patente de
Invencién en Espafia, por VEINTE afios, son los siguientes:

1. Una disposicidn de célula de memoria de acccso ca—
sual acoplada por carga eléctrica que comprende un cucrpo
gemiconductor que tiene en &1 una impureza de un primer
tipo de conductividad, una primera regibn de linea de bi-
tios de dicho cunerpo semiconductor que tiene en ella una
impureza del tipo de conducbividad opuesto, una segunda
regibén de puerta de dicho cuerpo semiconductor adyaccnte
a dicha primera regidn y cue tiene una tensidn de umbral

predeterninada, teniendo dicha scgunda regidn en ella una

- 16 -
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impureza de dicho primer tipe de conductividad y de una con-
centracidn mﬁyor que la impuresza dé dicho cucrpo semiconduc-
tor, una tercera regidn de almacenamiento de dicho cuerpo
semiconductor adyacenbe a dicha segunda regibén y cue tiene
una tensidén de umbral més baja que dicha tensidn de umbral
predeterminada de dicha segunda regidn, y un electrodo fini-
co'que se exbiende en relacidn superpuesta con dichas Te-
giones scgunda y tercera de dicho cuerpo semiconductor.

2. Una disposiciéﬁ segln la reivindicacibn.l, que com-
prende medios para aplicar un grupo-de polenciales a dicha
primera regién y a dicho electrodo pasra hacer que circuien
portadores de carga desde dicha primera regidn, a través
de dicha segunda regidn, hasba dicha tercera regidn.

%. Una disposicidén segin la reivindicacidén 1, que com-
prende medios para percibir la carge almacenada en dicha
tercera regibn. ' .

%, Una disposicifn seglim la reivindicacién 1, en la
que dicha impureza de la segunda regibn estd difundida

.

en ella,

5. Una disposicibdn segin la reivindicacién 1, en la
que dicha impureza de la segunda regibn se 6btione en ella
por implantaciébn de iones.

-6. Una disposicidn de célula de memoria de‘acceso cam
sual acoplada por carga eléctrica gque comprende un cuerpo

senmiconductor gque tiene difundida en &1 una impureza de wun

-17 -
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primer tipo dé conductividad, una primera regibn de dicho
cuerpo semiconductor que tiene difundida en ella una impu~
reza del tipo de conductividad opuesto, una segunda regidn
de dicho cuerpo semiconductor cue se¢ exbionde junbo a di-
cha primera regidn, una tercera regibén de dicho cucrpo
seniconductor que se extiende Jjunbo a dicha segunda regidn,
un éolo electrodo metdlico unitario que se extiéhde en re~
lacibén superpuesta con dichas regiones segunda y tercera,
nedios para comunicar una tensidén de umbral predeterminada
a dicha segunda regidn, y medios para comunicar a dicha
tercera regién una tensién de umbral menor que dicha ten-
sibén de umbral predetverminada,.comprendiendo dichos medios
primeramentve mencionados una impurcza de dicho primex tipo
de conduetividad v de una concentracidn mayor que la impu-
reze de dlcho cuerpo semiconductor y situada en dicha se-
gunda regién,

. Una disposicidn segfin la reivindicacibn 6. cuc com
T s G

prende medios para aplicar un grupo de pobtenciales a dicha
primera regidn y a dicho electrodo para hacér que cirdulen
poftadores de carga desde diche primera regibn, a través
de dicha segunda regidn, hasta dicha tercers regidn. |

8. Una disposicibén segln la reivindicacidn 6, que com-
prende medios para percibir la carga almacenada en dicha
tercera ;egién.

9, Una disposicibén segln la reivindicacibén G, en la

- 18 -
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gque dicha imﬁureza de la segunda regibn estd difundida en
ella, | ‘
10, Una disposicidn segin la reivindicacién 6, en la
que dicha impureza de la segunda zegidn ze obbticdne en ella
por implantacidn de ioncs.

11, Una disposicibn de célula de memoria de acceso

causal acoplada por carga eléctrica. ’

Tal y como se ha descrito en la Memorie que antecede,
representado en los dibujos que se acompailan, y con los fi-
nes gue se han especificado. _ .

EstaVHemoria consta de diecinueve hojas escritas a ma-

quina por una sola cara.

Madrid, 2§ S 1972
" PJA,
Alberialas ‘{P/rt\/
Por Foder]
lc‘.“';:_?g - 19 —
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